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SINTESIS DAN KARAKTERISASI SIFAT LISTRIK LAPISAN TIPIS
SRAFIT HASIL TRADIASI

INTISARI

Telah dilakukan sintesis dan karakterisasi sifat listrik lapisan tipis grafit hasil
iradiasi. Lapisan tipis grafit dideposisi di atas substrat silikon (100) dengan
menggunakan teknik sputrering. Serbuk grafit dibuat dalam bentuk pelet dengan
mengpunakan alat pres hidraulik dengan massa beban penckan 7.5 ton. Pelel
grafit yang terbentuk selanjutnya digunakan sebagai target dalam deposisi lapisan
tipis dengan menggunakan sistem reaktor DC-Unhalanced Magnetron Sputtering.
Sebelum diiradiasi dengan menggunakan sinar gamma, dilakukan identifikasi
morfologi permukaan dan ketebalan lapisan tipis yang terbentuk dengan
menggunakan Scamning Electron Microscope (SEM) dan karakterisasi sifat
listriknya dengan menggunakan alat ukur LCR-meter. Hasil identifikasi dengan
menggunakan SEM ini menunjukkan bahwa lapisan tipis grafit yang ditumbuhkan
memiliki permukaan vang halus dan homogen serta memiliki ketebalan 12,08 pm.
Lapisan tipis kemudian diiradiasi dengan menggunakan sinar gamma dengan
dosis 100 kGy, 200 kGy, 300 kGy, and 400 kGy. Untuk mengetahui perubahan
sifat listrik dari lapisan tipis grafit oleh iradiasi sinar gamma, maka dilakukan
kembali pengukuran sifat listrik lapisan tipis grafit ini. Hasil pengukuran sifat
listrik ini menunjukkan peningkatan sifat listrik lapisan tipis grafit yaitu berupa
nilai konduktivitas dan kapasitansi. seiring dengan peningkatan dosis radiasi.
Peningkatan nilai konduktivitas mencapai nilai 111,682% dan kapasitansi
mencapai 142,403% setelah diradiasi sampai dosis 400 kGy pada frekuensi 100
kHz.

Kata kunci: Lapisan Tipis Grafit, DC-Unbalanced Magnetron Sputtering, Iradiasi
Sinar Gamma, konduktivitas listrik, kapasitansi



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Karbon sebagai salah satu unsur yang paling banyak ditemukan di
kerak bumi dapat ditemukan secara bebas dalam bentuk knstal dengan
struktur berbeda-beda vang dikenal sebagai alotrop karbon. Salah satu dari
alotrop karbon vang dapat digolongkan ke dalam kelompok keramik tahan
panas karena kekuatannya pada temperatur tinggi (Smallman dan Bishop,
2000) dan mempunyai konduktivitas listrik dan konduktivitas termal yang
baik dalam dua dimensi (Lawrence, 2004) adalah grafit. Kelebihan tersebut
membuat grafit dianggap sebagai salah satu material dengan fitur yang
menarik untuk digunakan dalam bidang elektronik.

Potensi penggunaan alotrop-alotrop karbon termasuk grafit dalam
bidang elektronik telah dipelajari semenjak lebih dari 50 tahun yang lalu.
Negara-negara maju telah meneliti bahan-bahan karbon ini secara intensif,
dan kemudian merancang divais elektronik vang berbasis pada bahan-bahan
ini. Seiring dengan itu, penelitian tentang efek radiasi pada bahan-bahan ini
juga telah dilakukan di negara-negara maju sejak tahun 1950-an, khususnya
grafit, Grafit yang diiradiasi dengan radiasi pengion (radiasi dengan energi
tinggi) menyebabkan terjadinya cacat pada strukturnya. Cacat dihasilkan dari

pergeseran atom akibat dari interaksi radiasi pengion dengan bahan tersebut
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(Yunasfi dkk, 2007). Cacat atau kerusakan pada material berbasis karbon ini

akan mempengaruhi sifat elektroniknya (Cervenka dan Flipse, 2007).

1.2 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah penumbuhan lapisan tpis gralit
dengan menggunakan metode DC-Unbalanced Magnetron Sputtering yang
selanjuinya diiradiasi dengan menggunakan sinar gamma untuk melihat
perubahan sifat listrik yaitu konduktivitas dan kapasitansinya setelah diiradiasi

sinar pamma dengan menggunakan alat ukur LOCR-meter.

1.3 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi mengenai
pengaruh iradiasi sinar gamma dengan dosis berbeda terhadup sifat listrik
lapisan tipis grafit vaitu nilai konduktivitas dan kapasitansinya, yang
ditumbuhkan dengan metode DC-Unbalanced Magnetron Sputtering, dan
penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi penelitian
selanjutnya untuk dapat menumbuhkan lapisan tipis (thin film) hasil iradiasi

gamma, sehingga dapat menghasilkan divais elektronik yang lebih baik.

1.4 Batasan Masalah
Batasan masalah pada penelitian ini adalah karakterisasi untuk
mengetahui pengaruh iradiasi sinar gamma dengan dosis berbeda terhadap

sifat listrik lapisan tipis grafit yaitu nilai konduktivitas dan kapasitansinva,



BAB Y

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut :

l.

-3

Penumbuhan lapisan tipis prafit yang ditumbuhkan diatas substrat Silikon
(100) dengan menggunakan metode DC-Unbalanced Magnetron
Sputtering, dengan suhu substrat 300°C, tekanan tabung 5.2 x 10™ Torr,
laju aliran gas argon 100 scem. tegangan plasma 600 V, arus plasma 0,025
A, dan waktu penumbuhan 180 menit menghasilkan lapisan tipis dengan
permukaan yang halus dan homogen dengan ketebalan 12,08 pm.

Hasil pengukuran sifat listrik dengan menggunakan alat ukur LCR-meter
menunjukkan nilai konduktivitas lapisan tipis grafit meningkat seiring
dengan meningkatnya nilai frekuensi dan nilai kapasitansi lapisan tipis
grafit menurun seiring dengan meningkatnya nilai frekuensi.

Hasil pengukuran sifat listrik dengan menggunakan alat ukur LCR-meter
didapatkan nilai konduktivitas dan kapasitansi lapisan tipis grafit

meningkat seiring dengan meningkatnya dosis radiasi sinar gamma.
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